Perspektiva PLD zariadenia ziskaného v ramci Strukturalnych fondov

prezentacia prvych vysledkov

Pulzna laserova depozicia (PLD-Pulsed Laser Deposition) umoziuje
efektivnu pripravu tenkych vrstiev keramickych oxidov, nitridovych
vrstiev, kovovych multivrstiev a réznych supermriezok.

PLD metdda rastu tenkej vrstvy predstavuje odparovanie z povrchu
teréika v ultravdkuovej komore prostrednictvom  kratkych
vysokoenergetickych laserovych pulzov. Tu pulzny laserovy zvazok
odparuje povrch najéastejsie keramického targetu a pary kondenzujd

na substréate.
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Vyhody:

- jednoducha koncepcia: laser odparuje povrch targetu a produkuje
vrstvu toho istého zlozenia ako ter¢ik.

- mnohostrannost’: mozna depozicia mnohych materialov v mnozstve
roznych plynov a sirokom rozsahu tlakov pouzitych plynov

- ekonomika prevadzky: jeden laser mbze sluzit pre viacero
vakuovych systémov, terée pouzité v PLD si malé v porovnani
s vel’korozmernymi teréami v pripade naprasovania.

- rychlost: vysokokvalitné vzorky (epitaxné vrstvy) mézu narast
v ¢ase pod 10-15min, ¢o ma vyznam pre obmedzenie neziaddcich
interdifznych procesov, napr. pri priprave struktdr vysokoteplotnych
supravodicov.




- je mozna depozicia multivrstvovej struktdry v jednom vakuovom
cykle. Okrem toho nastavenie poctu pulzov umoziiuje nastavit
hribku vrstiev az k atoméarnej monovrstve.

- kvoli vysokej teplote odparovaného materidlu z povrchu terca
depozicia krystalickych vrstiev vyzaduje ovela nizsie teploty
podlozky oproti inym depoziénym technikdm a to je d6vod, preco
sa polovodicové a supravodivé struktiry mdézu vyhnat tepelnej
degradacii.

Vyvoj PLD metddy postupuje neuveritel'ne rychlo dopredu. Napr.
vhodnym doplnkom, ako je scanning RHEED analyza, je mozné
pozorovat’ Struktdru povrchu a hribku vrstvy v redlnom &ase.

Tato metdéda by uz jednoducho mala patrit’ v tejto
dobe k standardnym depoziénym metdédam
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deposition chamber. A dual-axis, magnetically coupled rotary
feedthrough allows for computerized selection and rastering of the
active ablation target as well as continuous target rotation to 60 RPM.
Target indexing and rotation are controlled through the software
interface. A computer controlled deposition routine allows the user to

easily grow multi-layered films.

A substrate rotation assembly
sits on top of a 2.75 inch Z-
stage which in turn sits on top
of an 8 inch Z-stage. The Z-
stage movements are
controlled by stepper motors
and have mechanical hard
stops to limit the range of
motion. The substrate Z-stage
can be lowered for substrate
loading/unloading and then
raised for deposition. The
heater Z-stage can be lowered
or raised to alter the target to
substrate distance. The rotary
motion feedthrough is
magnetically coupled and the
entire assembly moves in
unison with the motion of the
substrate Z-stage.




A complete optical train for 248-
nm (KrF) wavelength operation
with an aluminum breadboard
and all necessary hardware is
included. The optical assembly
includes sets of 2-inch diameter
HR coated mirrors mounted on
kinematic mirror-mounts
providing for fine positioning of
¢ the laser beam on the target
surface. A molybdenum
reflecting shield is included to
absorb any reflections off the
entrance window (or Intelligent
Window if equipped). The
complete optics assembly is
housed within laser-safe
enclosure with an interlocked

A access door. A pair of laser
safety goggles is also provided.




Vedecky program:

Jednd sa o Ustavné zariadenie, o vyuzitie ktorého by okrem oddelenia OKE
mali urcite zaujem aj oddelenia vyuzivajlce tenké vrstvy, pre ktoré interdifdzia
medzi vrstvami negativne ovplyviiuje vlastnosti finalnych struktar. Vysoko
kvalitné vrstvy mézu narast’ v ¢ase pod 15 min pri nizsej teplote podlozky
v porovnani s inymi depozi¢nymi metodami.

V oddeleni OKE bude zariadenie wvyuzité na pripravu epitaxnych
supravodivych oxidovych vrstiev a Struktdr, manganitovych vrstiev,
dvojvrstvovych systémov supravodic-feromagnetikum, epitaxnych tenkych
dielektrickych vrstiev rézneho zlozenia ako aj multivrstvovych systémov.

- Spolupréca s OSM - dielektrické a LSMO vrstvy pre realizaciu bolometra

- Spolupréaca s OMS -integracia polovodicovych, supravodivych struktar

Zariadenie otvara moznost’ podavania novych projektov.

Prvé vysledky
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CeO2 tenké vrstvy
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